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Sposób bezstykowego pomiar* rezystywności
materiał** przewodzących

Przedmiotem wynalazku jest sposób bezstykowego
pomiaru rezystywności materiałów przewodzących,
zwłaszcza półprzewodników.

Znane są sposoby bezstykowego pomiaru rezystyw¬
ności polegające na określeniu rezystywności z pomiaru
zmian jednego z parametrów promieniowania mikrofa¬
lowego jak częstotliwość, dobroć wnęki rezonansowej,
współczynnik fali stojącej oraz położenie minimów w
zwartym falowodzie z wprowadzoną próbką. Próbkom
tym należy nadać przed pomiarem kształtgeometryczny.

Istota bezstykowego pomiaru rezystywności według
wynalazku polega na tym, że badaną próbkę w kształcie
korzystnie klina o dowolnym kącie przy wierzchołku
umieszcza się w wiązce światła z lasera, mierzy się pła¬
szczyznę polaryzacji tej wiązki światki, ugiętej na krawę¬
dzi badanej próbki, w cieniu geometrycznym tej próbki.
Znając nachylenia pfaszczyznypolaryzacji wiązki światła
z lasera przed wprowadzeniem badanej próbki wyznacza
się zmianę nachylenia tej pfaszczyzny polaryzacji wywo¬
łaną umieszczeniem badanej próbki w wiązce światła z
lasera. Na tej podstawione znanych zależności wylicza się
rezystywność badanej próbki.

Sposobem według wynalazku możliwy jest pomiar
rezystywności w zakresie od 0,001 flcm do 1000 fl cm
przy znacznej odległości urządzeń pomiarowych od
badanej próbki. Umożliwia to ciągłą kontrolę zmian
rezystywności próbki umieszczonej w dowolnietrudnych
warunkach zewnętrznych.

Sposób bezstykowego pomiaru rezystywności według
wynalazku jest bliżej objaśniony w przykładzie wykona¬
nia przedstawionym na rysunku schematycznym opty¬

cznego układu pomiarowego płaszczyzny polaryzacji
wiązki światła z lasera.

Laser Ł emituje wiązkęświatbi przechodzącąprzezpo-
laryzator P, który nadaje jej polaryzację określonąprzez
kąt nachylenia płaszczyzny polaryzacji względem pła¬
szczyzny odniesienia, którą stanowi płaszczyzna rysun¬
ku. Następnie'wiązka światli przechodzi-przez fonto-
metr G i analizator A, a potem pada na fotodetektor.
Analizator A mierzy płaszczyznę polaryzacji wiązki
światła z lasera. Po wyznaczeniu płaszczyzny polaryzacji
tej wiązki światki wprowadza się w bieg jej promieni
próbkę K z badanego materiału. Próbka ta ma kształt
kuna o kącie rozwarcia fi, którego krawędź jest oświet¬
lona wiązką światła z lasera. Powierzchnie klinasą wypo¬
lerowane. Wiązka światki z lasera ulega dyfrakcji na
krawędzi E próbki. Kąt padania 0 wiązki światki na
krawędź próbki Kjest mierzony przy pomocy goniome-
tru G. Analizator A mierzy w cieniu geometrycznym
badanej próbki nachylenie pfaszczyzny polaryzacji fali
ugiętej pod kątem a względem kierunku wiązki padają¬
cej. Fotodetektorem F może być oko ludzkie, któremu
nie zagraża uszkodzenie światłem laserowym, ponieważ
natężenie wiązki ugiętej jest wiele rzędów wielkości
mniejsze od natężenia wiązki oświetlającej krawędź.
Następnie wyznacza się zmianę nachylenia pfaszczyzny
polaryzacji wiązki światfa wywołaną umieszczeniem
badanej próbki w wiązce światła z lasera i znajduje się
rezystywność materiałuze znanych zależnościmatematy¬
cznych, otrzymanych nadrodze teoretycznej analizy zja¬
wiska dyfrakcji, przy odpowiednio dobranych warun¬
kach brzegowych.
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Kąt rozwarcia klina Kpróbki pomiarowejjestdowolny
i może być również kątem prostym. Próbka wtedy ma
kształt prostopadłościennej płytki ogrubości większej niż
kilkadziesiąt długości fali światła z lasera.

Sposób według wynalazku może być stosowany pod¬
czas domieszkowania płytek półprzewodnikowych umie¬
szczonych w rurze kwarcowej, w wysokiej próżni dla
zapewnienia ciągłej kontroli domieszkowania.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób bezstykowego pomiaru rezystywności mate¬
riałów przewodzących, w którym rezystywność wyzna¬

cza się z uzyskanych podczas pomiaru zmian wartości
jednego z parametrów spolaryzowanej fali elektromag¬
netycznej, oddziaływującej na próbkę badanego mate¬
riału, nuieiiy tya, że badaną próbkę (K) w kształcie
korzystnie klina o dowolnym kącie przy wierzchołku,
umieszcza się w wiązce światfa lasera (L), mierzy się
nachylenie płaszczyzny polaryzacji wiązki światła z
lasera ugiętej na krwędzi badanej próbki (K) w cieniu
geometrycznym tej próbki oraz wyznacza się zmianę
nachylenia położenia płaszczyzny polaryzacji tej wiązki
światła, wywołaną umieszczeniem badanej próbki w tej
wiązce światła.
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